JEL TiPUS ERTEK MEGNEVEZES
R1V R522 120 kOhm 0,125W5% Ellendllas
RO~ u 3,3 kOhm 0,125W5% !

R3/ L 330 Ohm 0,125W!3% "

R4 ' * 39 kOhm 0,125W5% W

RS, ~ " 2,2 kOhm0,125W 5% 4

R6 (- t 5,6 kOhm 0,125W5% g

R7 " 15 kOhm 0,125W5% i

RS L 3,3 kOhm 0,33 W5% 8

R R510 470 Ohm 1 Ws% g

R10" R522 39 kOhm 0,125W5% L

R11 i 1 kOhm 0,125W5% -

R12! ] 3,3 kOhm 0,125W5% i

R13 " 22 Ohm 0,125W5% L

R14 " 680 Ohm 0,125W5% &

R15 N 1 kOhm 0,125W5% Y

R16 ! 150 Ohm 0,125W5% !

R17 " 150 Ohm 0,125W5% _ L

R18 v S 2,2 kOhm 0,125W5% L

R19 v/ L 2,2 kOhm 0,125W5% #

R20 " 100 Ohm 0,125W5% "

R21v - 100 Ohm 0,125W5% L

R22 PW2 + 10% 0,33 Ohm 2 w Huzalellendllds
R23 PW2 + 10% 0,33 Ohm 2 W "

ci CE-2816 10 uF 25 V Bilks

c2 CE-2816 10 pF 25V L

C3+ CE-=2816 10 p_F D5\, "

C4a- CE~-2816 10 uF 25 V u

Cov Tb8-N750. 22 pF 500 V 5% Keramikus kond,
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ERTEK MEGNEVEZES
JEL LIPUS =

T o« gy ol
C6 i nE +8G20% 40V oporc
o T10000-FT .

Tranzisztor
1 BC182 2
200 BC212 2
™3/ BC212 =
T4 v BC300 A tes imp. Group 6 :
5 BC182 ;
T6~ BC212

i

T7 BC182
T8 5322 BL [RGA/ 2SA 484 BL [Toshiba/ i
79 oN5320 BL [RGA|  2SAC 484 BL [Toshiba/ »
110 - 2SD113-Y [Toshiba/ CA 40411 [RCA/ g
T11- 2SD113-Y [Toshiba/ CA 40411 [RCA/ i
D1\~ ZPD 8,2 zener didéda
D2-D7 1IN4148 sziliciumdidda
Thit K252 40 kOhm Siemens imp,Termisztor
ot P8101 220 Ohm 20% Bedllits potil
P2 Y P8101

220 Ohm 20% "

A valtoztatds jogat fenntarjuk!



